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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Detektion von durch Un-
terbrechungen charakterisierbare Fehlstellen in elektrischen
Leitbahnnetzwerken in der Mikroelektronik, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in das zu untersuchende Leitbahnnetzwerk
ein elektrischer Energieeintrag derart vorgenommen wird,
dass an wenigstens einer Fehlstelle eine elektrische Ent-
ladung ausbildet, durch die eine lokale Lichtemission oder
ein lokaler Temperaturgradient hervorgerufen wird, die oder
der sensorisch erfasst wird, dass die Erfassung der Lich-
temission oder des lokalen Temperaturgradienten mittels
lichtoptischer oder thermographischer Verfahren ortsaufge-
I6st durchgefiihrt wird und dass die Erfassung mittels eines
Lock-in-Verfahrens durchgefiihrt wird, indem das lichtopti-
sche oder thermographische Verfahren getriggert durch den
elektrischen Energieeintrag erfolgt.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Detektion von durch Unterbrechungen charakteri-
sierbare Fehlstellen in elektrischen Leitbahnnetzwer-
ken in der Mikroelektronik.

Stand der Technik

[0002] Zur Qualitdtssicherung mikroelektronischer
Leiterplattenstrukturen, Schaltkreise oder Bauteile
sind eine Vielzahl auf das jeweilige Produkt spe-
ziell abgestimmte Uberpriifungsverfahren bekannt,
mit denen in dkonomischer Verfahrensweise Aus-
schussteile aus einer Produktionsreihe ausgesondert
werden kdnnen. Um die Qualitat und letztlich auch
die Ausbeute der Herstellungsprozesse kontinuier-
lich zu steigern liegt ein besonderes Interesse dar-
in, nach den Ursachen fir das Auftreten von Aus-
schussteilen zu suchen, bei denen ein elektrisches
Fehlverhalten festgestellt worden ist. Auch hierbei
gilt es, eine diesbezigliche Ausfallanalyse zuverlas-
sig und mdglichst zeiteffizient durchzufiuihren, wobei
mdglicherweise vorhandene funktionsstérende Ein-
zeldefekte innerhalb der Leitbahnnetzwerke zu lo-
kalisieren sind. Derartige Einzeldefekte kénnen Leit-
bahnkurzschliisse, hochohmige oder unterbrochene
Kontaktierungen, Isolationsdurchbriiche, Dotierfehler
etc. sein. Grundsétzlich lassen sich funktionsrelevan-
te Defektarten in zwei Hauptklassen einteilen, ndm-
lich sogenannte stromflhrende Defekte, die sich zu-
meist durch einen lokal erhéhten Ubergangswider-
stand langs einem Leitbahnnetzwerk auszeichnen,
der im elektrischen Betrieb zu einer lokal erhéh-
ten Licht- und/oder Warmeemission fuhrt, sowie die
sogenannten Leitbahnunterbrechungen. Stehen fur
die Defekterkennung der ersten Hauptgruppe eine
ganze Reihe an sich bekannter Detektionsverfahren
zur Verfigung, so beispielsweise die Emissionsmi-
kroskopie, Flissigkristallthermographie, die Lock-In-
Thermographie oder letztlich das sogenannte OBIC-
Verfahren (Optical Beam Induced Current), so ste-
hen demgegenuber fir die Detektion von Leitbahn-
unterbrechungen keine oder nur in einem sehr einge-
schrankten Umfang vorhandene Lokalisierungsver-
fahren zur Verfuigung. Eine der wenigen Mdglichkei-
ten besteht darin, fehlerbehaftete Leitbahnnetzwer-
ke mittels Potential kontrastanalyse im Rasterelek-
tronenmikroskop oder in einer fokussierenden lonen-
strahl-Anlage anhand des Sekundérelektronenbildes
zu untersuchen. Es bedarf an dieser Stelle keiner
weiteren Erlduterung festzustellen, dass es sich bei
derartigen Praktiken um teuere und zeitintensive Ver-
fahrenstechniken handelt. Zudem gilt es bei derarti-
gen Verfahren der Fehleranalyse die Leitbahnnetz-
werke wenigstens einseitig offenzulegen, so dass
bei der Untersuchung komplexer Chip-Verdrahtun-
gen, die in der Regel mit einer Gussmasse verkapselt
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sind, ein betrachtlicher Arbeitsaufwand bereits darin
besteht, die Vergussmasse vorsichtig vom Chip ab-
zutragen ohne dabei das Leitbahnnetzwerk zu verlet-
zen.

[0003] Eine weitere, im Vergleich zur vorstehend
erwahnten Vorgehensweise etwas weniger aufwen-
digere Analysetechnik besteht in der hochfrequen-
ten, elektrischen Anregung von Leitbahnnetzwerken
mit durch Unterbrechungen charakterisierten Fehl-
stellen. Hierbei werden HF-Signale in die Leitbahn-
netzwerke eingekoppelt, die zumindest teilweise an
den Leitbahnunterbrechungen reflektiert werden, so
dass es moglich ist, durch Auswertung der Signal-
laufzeiten auf die Lange des Leitpfades bis hin zur
Fehlstelle zu schlieBen. Unter Verwendung derzeit
verfligbarer GHz-Messtechniken lassen sich auf die-
se Weise Fehlstellenzuordnungsgenauigkeiten in der
GrélRenordnung von einigen 100 ym erreichen. Ein
derartiges, auf dem sogenannten TDR-Prinzip (Ti-
me Domain Refectometrie) beruhendes Messprinzip
ist Gegenstand der US 2006/0123305 A1, aus der
ein Verfahren zum Testen von Leitbahnnetzwerken
in Form integrierter Schaltkreise (ICs) hervorgeht.
Hierzu ist auf dem zu untersuchenden IC-Chip und
der darin enthaltenen zu untersuchenden integrier-
ten Schaltungstopologie eine entsprechende Priif-
schaltung zur Durchflihrung des TDR-Verfahrens in-
tegriert.

[0004] Aus einer weiteren Publikation, der
WO 03073113 A1, ist ein TDR-Prifverfahren zur Un-
tersuchung von Leitungen in Rechnernetzwerken be-
schrieben. Gleichsam auf dem TDR-Messprinzip be-
ruhend, istin der US 2002 089335 A1 ein Testverfah-
ren zur Untersuchung von auf Leiterplattenebene vor-
handenen elektrischen Verbindungen beschrieben,
die durch Vorsehen einer auf der Leiterplatte inte-
grierten TDR-Messschaltung in kirzester Zeit Uber-
prifbar sind.

[0005] Allen, auf dem TDR-Messprinzip beruhen-
den Ausfallanalysetechniken haftet das Problem an,
dass an Fehlstellen mit Leitbahnunterbrechungen
keine vollstadndigen Signalreflexionen, sondern ledig-
lich Teilreflexionen stattfinden, die insbesondere bei
inhomogenen Leitbahnimpedanzen zu Fehldeutun-
gen der erfassten Messsignale filhren oder zumin-
dest eine exakte Lokalisierung der Fehlstellen er-
schweren.

[0006] Ein anderer Ansatz zur Inspektion von Leit-
bahnnetzwerken ist der DE 10 2005 022 884 A1 zu
entnehmen, bei der eine Elektrodenanordnung kon-
taktfrei Uber das zu untersuchende Leitbahnnetzwerk
positioniert wird und durch Anlegen einer elektrischen
Spannung ein elektrischer Stromfluss in einem Teil-
bereich des zu untersuchenden Leitbahnnetzwerkes
generiert wird, der zu einem lokalen Spannungszu-
stand fuhrt, der wiederum die Detektion von etwaig
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vorhandenen Kurzschlissen, Einschnlirungen oder
Leitungsbriichen ermdglicht. Ein dhnliches Messprin-
zip geht aus der DE 699 23 107 T2 hervor, die ei-
ne Zeitbereichsreflektometrie-Prifanordnung fir ei-
ne zweidimensionale Sonde beschreibt, bei der die
zu untersuchende Leiterplattenebene auf einem xy-
Stelltisch aufliegt, wobei das Leitbahnnetzwerk mit
Hilfe zweier elektrischer Kontaktstifte lokal untersucht
wird.

[0007] Die Druckschrift DE 101 36 774 C1 be-
schreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Un-
tersuchung von Wéarmequellen innerhalb einer elek-
trisch leitendes Material aufweisenden Probe, z.B.
eines elektronischen Bauelements. Dabei wird auf
wenigstens eine Oberflache der Probe/des Bauele-
ments ein fluoreszierendes Mittel aufgetragen, des-
sen Fluoreszenzeigenschaften temperaturabhéngig
sind. Sobald die Probe mit einer elektrischen Span-
nung beaufschlagt wird, flielen interne Strome und
es entwickeln sich lokale Warmequellen. Die Pro-
benoberfldche wird einem energetisch anregenden
Energiestrom ausgesetzt, z.B. mittels UV-Licht, so
dass eine von der Temperatur abhédngige Lumines-
zenzstrahlung auftritt, welche ausgewertet wird. Da-
bei erscheinen warmere Bereiche dunkler als nicht
erwarmte Bereiche. Zur Verbesserung der Tempera-
turauflésung wird die Probe mit einer periodisch mo-
dulierten Spannung beaufschlagt, die einen sich pe-
riodisch &ndernden Warmeeintrag bewirkt. Fehlstel-
len in Leiterbahnnetzen, die nicht Strom durchflos-
sen sind, werden nicht direkt erwarmt, und erschei-
nen nach diesseitigem Verstandnis damit als kiihl im
Vergleich zu Strom durchflossenen Bereichen.

[0008] Die Druckschrift US 2004/0027149 A1 offen-
bart ein Verfahren und eine Anordnung zur Untersu-
chung der Funktionssicherheit und des Alterungsver-
haltens von integrierten Schaltungen auf Waferebe-
ne, insbesondere zur Spannungsfestigkeit des Gate-
Oxids unter Extrembedingungen. Dazu werden die
zu untersuchenden Strukturen, insbesondere MOS-
FETs, parallel an eine Strom- bzw. Spannungsver-
sorgung angeschlossen. Zunachst wird dabei bei nor-
malen Betriebsbedingungen das von den auf dem
Wafer befindlichen Strukturen abgestrahlte Licht er-
fasst. Erste ausfallende Strukturen werden Uber Auf-
trennung von Sicherungsstrukturen von der elektri-
schen Versorgung abgetrennt. AnschlieRend werden
extreme Betriebsbedingungen eingestellt, die zu ei-
ner deutlich erhéhten Belastung der Bauelemente
fihren und die Uber die Zeit weitere Ausfalle provo-
zieren. Die Untersuchungen bei erhdhter Belastung
sollen dabei unter anderem den Verschleil? simulie-
ren, der sich nach langerer Betriebsdauer (wear-out)
bzw. bei unzuldssiger Beschaltung einstellt. Wahrend
der gesamten Belastung wird dabei die abgestrahlte
Lichtintensitat standig zeitbezogen und ortsaufgel6st
erfasst, da die Ausfalle zu unvorhersehbaren Zeit-
punkten erfolgen. Auftretende Intensitatsanderungen
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Uber einen kritischen Wert hinaus weisen dabei auf
einen Durchbruch in der Oxidschicht einzelner Struk-
turen hin. Defekte Strukturen, in deren Oxidschicht
ein Durchbruch stattgefunden hat, werden von den
anderen zu untersuchenden Strukturen elektrisch ge-
trennt.

Darstellung der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Verfahren zur Detektion von durch Unterbrechungen
charakterisierbare Fehlstellen in Leitbahnnetzwerken
derart weiterzubilden, dass ein mdglichst geringer
verfahrenstechnischer Aufwand nétig sein soll, um
Fehlstellen in Form von Unterbrechungen langs der
Leitbahnnetzwerken sicher und mit exakter Ortsauf-
I6sung detektieren zu kdnnen.

[0010] Die Lésung der der Erfindung zugrunde lie-
genden Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Das
I6sungsgemalie Verfahren vorteilhaft weiterbildende
Merkmale sind Gegenstand der Unteranspriche so-
wie der weiteren Beschreibung insbesondere unter
Bezugnahme auf die Ausflhrungsbeispiele zu ent-
nehmen.

[0011] Das lésungsgemale Verfahren zur Detekti-
on von durch Unterbrechungen charakterisierbaren
Fehlstellen in Leitbahnnetzwerken zeichnet sich da-
durch aus, dass in das zu untersuchende Leitbahn-
netzwerk ein elektrischer Energieeintrag derart vor-
genommen wird, dass sich an wenigstens einer Fehl-
stelle eine elektrische Entladung ausbildet, durch die
eine lokale Lichtemission oder ein lokaler Tempe-
raturgradient hervorgerufen wird, die oder der sen-
sorisch erfasst wird, dass die Erfassung der Lichte-
mission oder des lokalen Temperaturgradienten mit-
tels lichtoptischer oder thermographischer Verfahren
ortsaufgeldst durchgefuhrt wird und dass die Erfas-
sung mittels eines Lock-in-Verfahrens durchgeflhrt
wird, indem das lichtoptische oder thermographische
Verfahren getriggert durch den elektrischen Energie-
eintrag erfolgt.

[0012] Der elektrische Energieeintrag erfolgt in vor-
teilhafter Weise im Wege eines in das Leitbahnnetz-
werk eingepragten elektrischen Stromflusses, vor-
zugsweise in Form eines Stromimpulses, der auf-
grund der sich an der Unterbrechung einstellenden
elektrischen Hochspannungsverhaltnisse zu einem
lokalen Entladungsvorgang im Bereich der Fehlstel-
le fuhrt, d. h. es erfolgt ein elektrischer Funkeniber-
schlag zwischen den beiden sich gegeniberstehen-
den Leitbahnenden im Bereich der Fehlstelle, der zu
einer lokalen Temperaturerh6hung und einem damit
verbundenen, lokalen Temperaturgradienten inner-
halb des Bereichs der Fehlstelle fuhrt. Mit Hilfe licht-
optischer und/oder thermographischer Verfahren ist
es mdglich, den sich kurzzeitig ausbildenden Tempe-
raturgradienten ortsaufgelést zu erfassen.
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[0013] In besonders vorteilhafter Weise gilt es darauf
zu achten, den elektrischen Energieeintrag in Form
eines Stromimpulses derart zu wahlen, so dass ei-
nerseits eine sich zuverldssig zwischen den beiden
Leitbahnenden an der Fehlstelle ausbildende Entla-
dung und eine damit einhergehende thermische Gra-
dientenbildung einstellt, andererseits jedoch das Leit-
bahnnetzwerk und méglicherweise in das Leitbahn-
netzwerk integrierte elektrische Funktionselemente
durch die Entladung nicht in Mitleidenschaft gezogen
werden. Uberdies sollte die Wahl der Stromstérke so-
wie auch die zeitliche Dimensionierung des Stromim-
pulses in Abhangigkeit der Ublicherweise auftreten-
den Fehlstellen gewahlt werden, so dass die Fehlstel-
le und insbesondere die sich im Bereich der Fehlstel-
le unmittelbar gegentiberliegenden Leitbahnenden in
Bezug auf Form, Grél3e, Abstand nicht beeintrachtigt
werden.

[0014] Die haufigste Ursache von Leitbahnunterbre-
chungen sind Risse, die sich im Leitbahnsubstrat,
Chip oder in einer entsprechenden Vergussmasse,
in der das jeweilige Leitbahnnetzwerk enthalten ist,
ausbilden und typischerweise Rissabstdnde in der
Grolenordnung von wenigen ym und darunter auf-
weisen. Um Risslokalisierungen mit einer Ortsauflé-
sung von wenigen pm realisieren zu kdénnen, wird
die Erfassung von Lichtemissionen oder des loka-
len Temperaturgradienten mittels thermischer und/
oder lichtoptischer Detektionsverfahren im Wege ei-
nes Lock-In-Verfahrens durchgefiihrt, beispielsweise
indem die zur Verfugung stehenden Techniken zur
thermischen oder lichtoptischen Detektion auf Grund-
lage des elektrischen Energieeintrages getriggert be-
trieben werden. In besonders vorteilhafter Weise bie-
tet sich fur die thermographische Detektion von Fehl-
stellen die IR-Thermographie, die auf Flissigkris-
tall beruhende Thermographie, d. h. LC-Thermogra-
phie FMI (Flourescent Microthermal Imaging) oder
die Lichtemissionsmikroskopie an.

[0015] Das I6sungsgemalie Verfahren bedient sich
somit Techniken, die bei der eingangs beschriebe-
nen Detektion von auf stromfliihrenden Defekten be-
ruhenden Fehlstellen an Leitbahnnetzwerken bereits
eingesetzt werden, zumal sich derartige Fehlstellen
durch lokal erhéhte Ubergangswiderstédnde und die
damit verbundene Ausbildung lokaler Temperatur-
gradienten auszeichnen. Das l6sungsgemalie Ver-
fahren schafft bei der Detektion von Leitbahnunter-
brechungen die Voraussetzung fiir eine aquivalen-
te Anwendbarkeit derartiger thermographischer und/
oder lichtoptischer Detektionstechniken, indem am
Ort der Fehlstelle eine eingepragte Erwdrmung in
Form einer kunstlich herbeigefiihrten, elektrischen
Entladung geschaffen wird.

4/6

Figurenliste

[0016] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schrankung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen exemplarisch beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1 Prinzipdarstellung zur Ausbildung einer
elektrischen Entladung am Ort einer Leitbahnun-
terbrechung,

Fig. 2 Darstellung zur Detektion und Lokalisie-
rung eines durch eine elektrische Entladung am
Ort einer Fehlstelle herbeigeflihrten Tempera-
turgradienten sowie

Fig. 3 bevorzugtes Ausfiuihrungsbeispiel zur De-
tektion und Lokalisierung einer Fehlstelle mittels
Lock-In-Verfahren.

Wege zur Ausfiihrung der Erfindung,
gewerbliche Verwendbarkeit

[0017] In Fig. 1 ist eine stark schematisiert darge-
stellte Leitbahn L dargestellt, bei der angenommen
sei, dass sie im Bereich 2, der mit einer strichlierten
Linie umfasst ist, eine lokale Fehlstelle in Form einer
Unterbrechung aufweist. Die Unterbrechung zeich-
net sich durch zwei durch einen Spalt voneinander
getrennte Leitbahnenden aus, wobei die Spaltbreite
durchaus einige hundert Mikrometer und darunter bis
hinab in den Submikrometerbereich betragen kann.
Zur Einpragung eines elektrischen Stromes ist eine
Stromquelle 1 vorgesehen, die mit dem Leitbahnnetz-
werk L verbunden ist und Uber eine entsprechend
hohe Quellenspannung verfiigt, um an der elektrisch
offenen Fehlerstelle 2 eine elektrische Entladung zu
erzeugen. Die elektrische Entladung ist zumeist mit
einem Lichtblitz verbunden, durch den Lichtquanten
hv emittiert werden, die mit einem entsprechend opti-
schen Lichtdetektor (nicht in 1 dargestellt), detektier-
bar sind. Bei der Einpragung des elektrischen Strom-
impulses mit Hilfe der Stromquelle 1 in das Leitbahn-
netzwerk L ist darauf zu achten, dass der bei Be-
ginn der Entladung stoRartig einsetzende Stromfluss
schnell auf eine sehr geringe Stromstarke begrenzt
wird, um Schadigungen einerseits an der zu analysie-
renden Fehlerstelle 2 und andererseits Schadigun-
gen an mdglicherweise weiteren in dem Leitbahn-
netzwerk enthaltenen elektrischen Bauteilen zu ver-
meiden.

[0018] Die sich aus dem lokalen Spannungsabfall
und dem flielRenden Strom am Ort der Fehlstelle er-
gebende Verlustleistung sorgt neben der Entladungs-
erscheinung zu einer lokalen Erwarmung am Ort der
Leitbahnunterbrechung 2, die mittels bekannter ther-
mischer bzw. lichtoptischer Verfahren detektiert wer-
den kann.
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[0019] In Fig. 2 ist hierzu ein Messaufbau zur ther-
mographischen oder lichtoptischen Fehlerlokalisie-
rung dargestellt, der ein thermographisches oder op-
tisches System 3 vorsieht, das ortsauflésend die im
Bereich der Fehlstelle 2 sich kurzzeitig einstellende,
lokale Temperaturerh6hung in Form eines detektier-
baren lokal begrenzten Temperaturgradienten zu de-
tektieren vermag. So eignet sich als thermographi-
sches oder optisches System 3 ein IR-Thermograph,
ein LC-Thermograph oder ein Lichtemissionsmikro-
skop.

[0020] Zur Verbesserung der Detektionsempfind-
lichkeit wird gemal dem Ausflihrungsbeispiel in
Fig. 3 die vorstehend beschriebene thermographi-
sche und/oder optische Messung mittels Lock-In-un-
terstitzten Verfahren durchgefiihrt. Hierbei wir die in
3 dargestellte Infrarot-Kamera 3 mit Blickrichtung auf
die zu untersuchende Leitbahnstruktur L und insbe-
sondere in dem Bereich der Fehlstelle 2 durch die
Stromquelle 1 getriggert betrieben. Hierzu weist die
Stromquelle 1 einen Triggereingang auf, der mit dem
Referenztakt eines Mess-PC's 4 gespeist wird. Die
Infrarotkamera 3 nimmt abhangig vom Lock-In-Takt
Einzelbilder der Fehlstelle 2 auf. Im Mess-PC 4 wer-
den die seitens der Infrarotkamera 3 gelieferten Auf-
nahmen mittels einer entsprechenden Auswertesoft-
ware verarbeitet und an einer Ausgabeeinheit zur
weiteren Analyse und Bewertung entsprechend gra-
phisch dargestellt.

Bezugszeichenliste

Stromquelle

Leitbahnnetzwerk

Fehlstelle
thermographische/lichtoptische Kamera

1
K
2
3
4 Mess-PC

Patentanspriiche

1.  Verfahren zur Detektion von durch Unter-
brechungen charakterisierbare Fehlstellen in elek-
trischen Leitbahnnetzwerken in der Mikroelektronik,
dadurch gekennzeichnet, dass in das zu untersu-
chende Leitbahnnetzwerk ein elektrischer Energie-
eintrag derart vorgenommen wird, dass an wenigs-
tens einer Fehlstelle eine elektrische Entladung aus-
bildet, durch die eine lokale Lichtemission oder ein
lokaler Temperaturgradient hervorgerufen wird, die
oder der sensorisch erfasst wird, dass die Erfas-
sung der Lichtemission oder des lokalen Temperatur-
gradienten mittels lichtoptischer oder thermographi-
scher Verfahren ortsaufgelost durchgefiihrt wird und
dass die Erfassung mittels eines Lock-in-Verfahrens
durchgefiihrt wird, indem das lichtoptische oder ther-
mographische Verfahren getriggert durch den elektri-
schen Energieeintrag erfolgt.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die lokale Lichtemission und der Tem-
peraturgradient sensorisch erfasst werden und dass
die Erfassung der Lichtemission und des lokalen
Temperaturgradienten mittels lichtoptischer und ther-
mographischer Verfahren ortsaufgeldst durchgefiihrt
wird und dass die Erfassung mittels eines Lock-
in-Verfahrens durchgefihrt wird, indem das lichtop-
tische und thermographische Verfahren durch den
elektrischen Energieeintrag erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Energieeintragin
das zu untersuchende Leitbahnnetzwerk derart do-
siert vorgenommen wird, dass eine Degradation der
Fehlstelle durch den sich ausbildenden Temperatur-
gradienten an der Fehlstelle vermieden wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elektrische Energieeintrag mit ei-
ner elektrischen Strombegrenzung erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Energieeintrag
mittels einer elektrischen Stromquelle mit einer der-
art hohen elektrischen Quellspannung vorgenommen
wird, dass ein zu Zwecken einer sich an der Fehlstelle
ausbildenden Entladung entsprechend grof3 und zeit-
lich kurz gewahlter Stromimpuls in das zu untersu-
chende Leitbahnnetzwerk eingepragt wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass als elektrische Leit-
bahnnetzwerke elektrische Leitpfadnetzwerke unter-
sucht werden, die Gber Strukturbreiten von wenigs-
tens einigen ym verfiigen und auf Substrattragern
aufgebracht sind oder in gekapselten elektrischen
Bauelementen, vorzugsweise |IC-Bauelemente der
Mikroelektronik, integriert sind.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die sensorische
Erfassung der wenigstens einen Fehlstelle im We-
ge der IR-Thermographie, Liquid Crystal-Thermogra-
phie, Fluorescent Microthermal Imaging oder Lichte-
missionsmikroskopie durchgefiihrt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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